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表面活性化接合（Surface Activated Bonding: SAB）による異種材料の常温接合は、窒化ケイ

素セラミックスとアルミの常温接合に遡る [1]。以来四半世紀にわたり、表面活性化接合は、金属-

セラミックスのみならず、同種・異種の半導体のウエハ接合に適用されてきた [2][3]。一方 SiO2 を

主鎖とするガラスに対しては、その自由度の高い結合のネットワーク構造により、活性なダング

リングボンドの寿命が極めて小さく、イオン衝撃のみによる標準表面活性化ではうまく接合でき

ないことがわかってきた。また酸化物や炭化物、窒化物などのイオン結晶性の材料では、接合で

きるもの、できないものが様々あり、選択的なスパッタにより表面層が金属的な表面になって接

合できると予想される場合や、逆に反応性の低い表面が形成される場合がある。そこでこれらの

材料にも対応できる手法として、活性な金属や Si、あるいは常温接合が可能な酸化膜などのナノ

密着層を介在させて接合する拡張表面活性化接合（Modified SAB）が提案されている [4]。この方

法の有利な点は、接合する母材の種類によらず、多くの材料が接合可能になることであり、ポリ

マフィルムやガラスなどの異種材料の接合が可能になる[5]。この方法では通常の有機接着では実現

できない高度な封止が可能であり、またGaNやSiCなどのワイドバンドギャップ半導体の接合や、

ダイヤモンド、グラフェンなどの炭素材料、２次元材料など新しい材料の接合に様々な可能性が

ある[6]。また、Si ナノ密着層と親水化処理と組み合わせることで、親水化接合の欠点である OH

基の分解による水素のバブルの発生が抑制できるなど、新しい可能性が生まれている[7]。 
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